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M J I , ие раствору на основе силтетичес^л.-: .::< с;ецсть (C.¿c) : 

¡•«HFSÍ we It pfeMOHiHOU ПрОНУЬОЦСТЬв AIÚÍ, ЯВЛЯЕТСЯ »• H<.rc....í¿llk ,.;l .1 

могоскяланны-'.и оь е;:тел:и автоматического к;<кг(.о.-.>. « j ¡ ; ¡ и н л . ' 1 

«HukHk..! телнО'Ы'ическшг nut осетра».., <арактлц::>уп v.u кх едгъ-.-.яии* 
иное яте л концентрация СХК"Ме> концепт) р.ция .ча.-^яли.-ниП, накам--
•паю. мхея в i.'ca—.ei* среде, и ее температура 7". 

Как показали нсследоь.«.н;,я, наи* -и»е ин[о[:'атньнь.ги и пр.хтин в 
(ехническоР реглиэации физическими ьелииша..и этих nn¡ ,л;.:е r¡ о» яь*"-
ися удельная олектропр.оьоцность &CMt,A оптическая плотность . ¿W ' -о-
pJtt тестеров. 

В результате теоретических исс/.едои«ни1* no.:j чгна ьекиятическал 
«одель состояния ь,оь.,их растьороь в виде сясте:.»; >:аы.тна?: 

pte Ff , F¿ - соответственно функционал», ьондукточетрическоги и 
оптического уравнени."!. 

[ Изученная анал/тичесипя !..оде::ь бвла проверен*1. ^кспел.мет&льио 
'иач-Twpex ти::ах растворов CMC (i¿C-fc, l.C-IO и JJa'Jci.Ha-102, Даосъио-.• 
203), и;.<е»/.,их различило рецептуру и физико-хм.их- июкцП'С аерстьия 

,(» части !»«ханиз>а стаоилизац/.и отнятых ^агрязненлГ). 
Считывая .\.нйгофакторнь.Р характер юде.;и, orikivv ири»>л..».;Ай на ла-

г6оратс рнкх и производственных *ct)..i'.x рестьорах по методик*: ¡ ̂ тата-
Смьнсго центрального композиционною планирования IPuiül). исполь
зованная ыетодика позволила наиболее точно описать искомую юцель, 
нескольку исследования вымо."ияли на пяти уровнях изменения ьл.1я>_мих 
факторов Кме, и 7" . 
. lio результатам экспериментальных исследований бвли получены 
адекватные окспермментально-статвстлчесив опт^ко-гоядуктокнэтТячесме 
•одели состояния ыосиих раствор-ов для каждого типа CMC, поптвердив-
•ае теоретическую модель. 

Расчет на ЬВМ, графическая интерпретации анализ творетичгской 



• ^ктер и-.ентельнмх гоцеде* показали слеплю, ее. 
Окслер и..:ентальнв:е математические модели характерна для on 

.-енн-.-х типов рвете; ров U'C в технологически юзмонноИ осласи 
изменения влияю их факторов. Ь отличие от них теоретическая MI 
тпчгскал модель состояния мою их растворов.цяет воз)отность 
априори исследовать лег.уе растворы CMC иеьестнег рецептуру в 

'Ртически B O O ' C i H O T области к<: .••нения факторно! •> пр остранства. 
Удельная • -лектролроводность растворов СХ является инте 

нмм- параметром их состояния, завися.т от концентрации CMC и : 
мну?. В J . C ^ 0 4 V M диапазоне температур величина йб^р су .ествен» 
висит от тг'Ч'ерст^рв! раствора. Кондуктометр ичесго-тямпеге-турн] 
кпуг.кт'1 ист.ки индияидуальнв для каждого типа СмС. 

С;:тическая плотность - избирательные, параметр состояния i 
растворов по отношению к концентрации накапливающихся в них 01 
загрязнение, котор-ыР не зависит от концентрации CMC в ее p-aooi 
диапазоне, оптических постоянных вещества их частиц и течперм 
раствор 5 . 

Удельнмя олехтропр оводнэсть ю с их растворов определяется; 
чески только з'елоиноГ! составляю еР СыС. Ьлкяние концентрации i 
хн «стно-активнв'Х ве.,есть. так же как и олектропроводности ''.чс1 

зегряэненк!». на ;.тот napai/етр состояния vat>- еР средь: незнагктелв 
fipи постоянное температуре ною их растворов или ее инстрЯН 

тагьн;?, коррекции рационален двухпараметрические способ контр АЛ 
их состояния, основанны.1 на измерении оптическсР, плотности и Я 
ноГ -лектрогровог.ности растворов. Щ 

11спученные '.атлетические оптико-кондуктометрические и о д е М ! 

были положены в основу разработки устройства для яьтсматическЛ 
контроля и регулирования состояния мою .их растворов ре'-онтногв 
произвг детва. 
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В докладе расе атрии'тгя -птемати'»»сквя модель e n w 
сссхсто контроля кгнцен?' ащ-.т :vr. г.х раствор-?в на сгн: »" г: 
ккх v o v их средств (С"С-. Гц-иг-енгсгк:: на с.-х. рг:.\И!гм: ч-е, 

Ота >.'сл"/1 < iv /» r7c» -I г»; н ' И ' ю К - пт/мл-.-'нп.уктгм'? 
м-ц-;и. 




